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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成28年12月1日(2016.12.1)

【公開番号】特開2016-179937(P2016-179937A)
【公開日】平成28年10月13日(2016.10.13)
【年通号数】公開・登録公報2016-059
【出願番号】特願2016-99240(P2016-99240)
【国際特許分類】
   Ｃ３０Ｂ  15/04     (2006.01)
   Ｃ３０Ｂ  29/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ３０Ｂ   15/04     　　　　
   Ｃ３０Ｂ   29/06     ５０２Ａ
   Ｃ３０Ｂ   29/06     ５０２Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成28年6月17日(2016.6.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　偏析係数ｋを有する濃度Ｃのドーパント材料を含むシリコンインゴットのチョクラルス
キー成長の方法であって、
　ｉ）外部送給ゾーンと流体連通している内部成長ゾーンを有するるつぼを用意する工程
と、
　ｉｉ）前記シリコンインゴットの成長を開始する前に、前記内部成長ゾーンにシリコン
及び前記ドーパント材料を混合物として予め投入し、ここで、前記混合物は、溶融される
と、前記ドーパント材料の濃度Ｃ／ｋを有し、前記外部供給ゾーンに、シリコン及び溶融
されると濃度Ｃを有する前記ドーパント材料を予め投入する工程と、
　ｉｉｉ）前記内部成長ゾーン内の前記混合物及び外部供給ゾーン内のシリコンと前期ド
ーパント材料を溶融する工程と、
　ｉｖ）前記内部成長ゾーンからの前記シリコンインゴットの成長を開始する工程と、
　ｖ）前記シリコンインゴットを成長させながら、シリコン及び前記ドーパント材料の送
給を前記外部送給ゾーン内へ搬送し、前記送給は、溶融されると、前記ドーパント材料の
平均濃度Ｃを有する工程と、
　ｖｉ）濃度Ｃの前記ドーパント材料を含む前記シリコンインゴットを除去する工程と
を含む方法。
【請求項２】
　前記シリコンインゴットが、濃度Ｃ１で偏析係数ｋ１を有する第一のドーパント材料を
含み、濃度Ｃ２で偏析係数ｋ２を有する第二のドーパント材料をさらに含み、
　前記内部成長ゾーンに、シリコン、前記第一のドーパント材料及び前記第二のドーパン
ト材料を予め投入して、混合物を形成し、ここで、前記混合物は、溶融されると、前記第
一のドーパント材料の濃度Ｃ１／ｋ１及び前記第二のドーパント材料の濃度Ｃ２／ｋ２を
有し、
　前記外部送給ゾーンに、シリコン、溶融されると濃度Ｃ１の前記第一のドーパント材料
及び溶融されると濃度Ｃ２の前記第二のドーパント材料を送給する、請求項１に記載の方
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法。
【請求項３】
　連続的チョクラルスキー成長法である、請求項１に記載の方法。
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